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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Bezeichnung: Lichtemittierende Vorrichtung mit vergrottertem aktiven lichtemittierenden Bereich 

(57) Zusammenfassung: Eine lichtemittierende Vorrichtung 
(30) wird geschaffen. Die Vorrichtung enthalt einen vergro- 
fierten aktiven lichtemittierenden Bereich, der hauptsach- 
lich ein LED-Substrat (31 ) umfasst, das mit einer ersten 
Materialschicht (37) und auf deren oberer Oberflache mit 
einer zweiten Materialschicht (35) sowie mit einem 
PN-Obergang, der naturgemaR zwischen der ersten Mate- 
rialschicht (37) und der zweiten Materialschicht (35) ausge- 
bildet ist, versehen ist. Daruber hinaus ist ein erster lang 
gestreckter Schlitz (371), der durch die zweite Material- 
schicht (35) und einen Abschnitt der ersten Materialschicht 
(37) verlaufen kann, vorgesehen und eine erste lang ge- 
streckte Elektrode (375) ist in dem ersten langgestreckten 
Schlitz (371) angeordnet Die elektrische Verbindung zwi- 
schen der ersten lang gestreckten Elektrode (375) und der 
ersten Elektrode (370), die auf einem Abschnitt der oberen 
Oberflache der zweiten Materialschicht (35) angeordnet ist, 
ist so hergestellt, dass die erste Elektrode (370) an einer 
horizontalen Ebene angeordnet ist, die naherungsweise 
mit der Ebene einer zweiten Elektrode (350) identisch ist, 
die gleichfalls an dem anderen Abschnitt der oberen Ober- 
flache des zweiten Materials angeordnet ist. Somit ist es 
moglich, nicht nur den folgenden Herstellungsprozess zu 
vereinfachen, sondem auch den aktiven lichtemittierenden 
Bereich des PN-Obergangs auf Grund der Tatsache zu ver- 
groliem, dass es nicht erforderiich ist, einen Abschnitt der 
zweiten Materialschicht (35) ... 
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Beschrelbung 

[0001] Die Erfindung betriffl eine lichtemittierende 
Vorrichtung und insbesondere eine lichtemittierende 
Vorrichtung mit einern vergrofierten aktiven lichtemit- 
tierenden Bereich fur eine effektiv verbesserte Lumi- 
nanz (Helligkeit) und zur Veriangerung ihrer Lebens- 
dauer. 

[0002] Lichtemittierende Dioden (LEDs) werden auf 
Grund ihrer Merkmale und Vorzuge, die eine lange 
Betriebslebensdauer, kleines Voiumen, geringe War- 
me, geringer Leistungsverbrauch, hohe Reaktions- 
geschwindigkeit, keine Strahlung und monochromati- 
sches Licht umfassen, weit verbreitet in verschiede- 
nen Produkten, wie etwa Anzeigeleuchten, Werbepa- 
neele Verkehrsampeileuchten, Fahrzeugleuchten, 
Anzeigepaneele, Kommunikationsinstrumente, Ver- 
braucherelektronik usw., verwendet. 

Stand der Technik 

[0003] Demzufolge umfasst bei einer herkommli- 
chen lichtemittierenden Vorrichtung, wie etwa eine 
flache lichtemittierende Diode, die in den Fig. 1 A und 
1B gezeigt ist, eine lichtemittierende Vorrichtung 10 
im Wesentlichen ein LED-Substrat 11, das mit einer 
ersten Materialschicht 131 und auf dieser mit einer 
zweiten Materialschicht 135 gebildet ist. Die erste 
Materialschicht 131 und die zweite Materialschicht 
1 35 konnen kombiniert sein, urn eine Epitaxialschicht 
zu bilden und ein PN-Obergang 133 mit Luminanzwir- 
kung kann normalerweise zwischen diesen beiden 
Schichten ausgebildet sein. Ein Abschnitt der zwei- 
ten Materialschicht 136 und ein Abschnitt des 
PN-Obergangs 137, dessen Lange in seinem Quer- 
schnitt wenigstens H1 betragt, sollte entfernt sein 
(wobei die Lange des verbleibenden aktiven Be- 
reichs H2 betragt), so dass ein Abschnitt der oberen 
Oberflache der ersten Materialschicht 131 freiliegend 
sein kann, und eine erste Elektrode 17 wird somitfest 
an einem Abschnitt der Oberflache der freiliegenden 
ersten Materialschicht 131 geschaffen, damitder Be- 
triebsstrom erfolgreich durch den PN-Obergang 133 
flielien kann. Ferner kann eine durchlassige Kontakt- 
schicht (TCL) 19 auf der oberen Oberflache der ver- 
bleibenden zweiten Materialschicht 135 vorgesehen 
sein, urn eine gleichmafcige Verteilung des Betriebs- 
stroms zu erreichen. AnschlieUend kann eine zweite 
Elektrode 15 fest auf der oberen Oberflache der 
durchlassigen Kontaktschicht 19 vorgesehen sein 
und eine elektrische Leitung, die durch den PN-Ober- 
gang 133 verlauft, kann dann zwischen der ersten 
Elektrode 17 und der zweiten Elektrode 15 ausgebil- 
det werden, wodurch eine Frontprojektions-Licht- 
quelle L1 hergestellt wird. 

[0004] Die Frontprojektions-Lichtquelle L1 kann in 
der herkommlichen flachen lichtemittierenden Vor- 
richtung 10 aus dem PN-Ubergang 133 hergestellt 



werden, obwohl die folgenden Nachteile vorhanden 
sind: 

1. Der Ausgangslichtfluss und die Helligkeit der 
lichtemittierenden Vorrichtung 10 ist auf Grund 
der Tatsache verringert, dass die Frontprojekti- 
ons-Lichtquelle L1, die aus dem PN-Obergang 
133 hergestellt ist, durch die zweite Elektrode 15 
teilweise blockiert und absorbiert sein kann. 

2. Die Helligkeit ist auf Grund des Verlusts eines 
Abschnitts des aktiven lichtemittierenden Be- 
reichs H1 verringert, da der Abschnitt des 
PN-Obergangs 137 fur die Aufnahme der ersten 
Elektrode 17 entfernt sein sollte. 

3. Die Probleme bei der folgenden Herstellung 
vergrofiern sich infolge der Tatsache, dass der 
Abschnitt der zweiten Materialschicht 135 fur die 
Aufnahme der ersten Elektrode 17 entfernt sein 
sollte, so dass die erste Elektrode 17 und die 
zweite Elektrode 15 nicht in dergleichen horizon- 
talen Ebene angeordnet sind. 

4. Wegen der Konzentration der hohen Betriebs- 
temperatur auf einen bestimmten Bereich, da der 
Abschnitt des PN-Obergangs 137 entfernt ist, wo- 
durch der aktive lichtemittierende. Bereich dem- 
entsprechend schmalerwird, erfolgt nicht nur eine 
Verringerung der Betriebsdauer der Vorrichtung, 
sie ist aulierdem fur die leistungsstarke lichtemit- 
tierende Vorrichtung ungeeignet. 

[0005] Aus diesem Grund ist eine weitere herkomm- 
liche lichtemittierende Vorrichtung, die in Fig. 2 ge- 
zeigt ist und von der Industrie entwickelt wurde, eine 
Flip-Chip-Leuchtdiode. Bei der Herstellung einer lich- 
temittierenden Flip-Chip-Vorrichtung 20 ist es we- 
sentlich, die oben beschriebene flache lichtemittie- 
rende Vorrichtung (10) umzukehren. Dann sind die 
erste Elektrode 17 und die zweite Elektrode 150 an 
eine erste elektrische Leitung 297 und eine zweite 
elektrische Leitung 295, die auf einem Substrat 29 
angeordnet sind, mittels eines ersten elektrisch let- 
tenden Kontaktpunkts (z. B. eine Zinnkugel) 279 bzw. 
eines zweiten elektrisch leitenden Kontaktpunkts 259 
elektrisch angeschlossen. Somit kann durch die erste 
elektrische Leitung 297, den ersten elektrisch leiten- 
den Kontaktpunkt279, die erste Elektrode 17 und die 
zweite Elektrode 150, den zweiten elektrisch leiten- 
den Kontaktpunkt 259 und die zweite elektrische Lei- 
tung 295 ein elektrisch leitender Durchgang ausgebil- 
det werden, urn den Betriebsstrom fur den PN-Ober- 
gang 133 zu schaffen, wobei eine Ruckprojekti- 
ons-Lichtquelle L2, die aus dem PN-Obergang 133 
hergestellt ist, vollig durch das LED-Substrat aus- 
strahlen kann, ohne dass sie durch die zweite Elek- 
trode 150 blockiert Oder absorbiert wird. Dadurch 
werden ein verbesserter Ausgangs-Lichtfluss und 
eine verbesserte Helligkeit erreicht. 

[0006] Ferner ist die Frontprojektions-Lichtquelle 
(L1), die aus dem PN-Obergang 133 hergestellt ist, 
reflektierend auf eine korrekte Lichtausgabeposition 
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gerichtet, wobei sie auf Grund der zweiten Elektrode 
150, die selektiv aus einem lichtreflektierenden und 
elektrisch leitenden Material hergestellt ist, Oder einer 
lichtreflektierenden Schicht 155, die zwischen der 
Epitaxialschicht 13 und der zweiten Elektrode 150 
angeordnet ist, eine Reftexions-Lichtquelle L4 dar- 
stellt. 

[0007] Die herkdmmliche Flip-Chip-Leuchtdiode er- 
reicht eine bessere Lichtausbeute, obwphl trotzdem 
folgende Unzulanglichkeiten der Konstruktion vor- 
handen sind: 

1 . Auf Grund der Tatsache, dass der Abschnitt des 
PN-Ubergangs (137) trotzdem zur Aufnahme der 
ersten Elektrode 17 entfernt sein sollte, ist ein Ab- 
schnitt des aktiven lichtemittierenden Bereichs 
verloren und die Helligkeit ist reduziert. 

2. Die Probleme bei der folgenden Herstellung 
sind grofier auf Grund der Tatsache, dass der Ab- 
schnitt der zweiten Materialschicht (136) trotzdem 
zur Aufnahme der ersten Elektrode 17 entfernt 
sein sollte, so dass die erste Elektrode 17 und die 
zweite Elektrode 15 nicht in der gleichen horizon- 
talen Ebene angeordnet sind. 

3. Wegen der Konzentration der hohen Betriebs- 
temperatur auf einen bestimmten Bereich, da der 
Abschnitt des PN-Ubergangs 137 entfernt ist, wo- 
durch der aktive lichtemittierende Bereich dem- 
entsprechend schmaler wird, erfolgt nicht nur eine 
Verkurzung der Betriebsdauer der Vorrichtung, sie 
ist aufterdem fur die leistungsstarke lichtemittie- 
rende Vorrichtung ungeeignet. 

4. Das Herstellungsproblem tritt auf, da die erste 
Elektrode 17 und die zweite Elektrode 15 nicht in 
einer gleichen horizontalen Ebene angeordnet 
sind, so dass sich die Volumina des ersten elek- 
trisch leitenden Kontaktpunkts 279 und des zwei- 
ten elektrisch leitenden Kontaktpunkts 259 dem- 
entsprechend ebenfalls voneinander unterschei- 
den. 

5. Es konnen nicht nur ein hoheres technologi- 
sches Niveau, sondern auch bedeutend hohere 
Herstellungskosten fur die Ausrustung zur Kugel- 
anordnung und die Technologie der Zinnkugel- 
ausrichtung erforderlich sein, die bei der Herstel- 
lung der lichtemittierenden Flip-Chip-Vorrichtung 
benotigt werden. 

Aufgabenstellung 

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu 
Grunde, eine neuartige lichtemittierende Vorrichtung 
zu schaffen, die nicht nur die Lichtausbeute und die 
Helligkeit mittels einer effektiv gleichmafiigen Vertei- 
lung des Betriebsstroms verbessert, sondern aufier- 
dem die folgende Herstellung vereinfacht, da eine 
erste Elektrode und eine zweite Elektrode naturge- 
maft in einer gleichen horizontalen Ebene angeord- 
net sind. 



[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafc gelost 
durch eine lichtemittierende Vorrichtung nach An- 
spruch 1. Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
abhangigen Anspruchen angegeben. 

[0010] Gemafi einem Merkmal der Erfindung wird 
eine lichtemittierende Vorrichtung mit einem vergro- 
fierten aktiven lichtemittierenden Bereich geschaf- 
fen, wodurch die technologischen Probleme vermie- 
den werden konnen, mit denen die obige herkommli- 
che lichtemittierende Vorrichtung konfrontiert ist. 

[0011] Gemaft einem weiteren Merkmal der Erfin- 
dung wird eine lichtemittierende Vorrichtung mit ei- 
nem vergroflerten aktiven lichtemittierenden Bereich 
geschaffen, der eine wesentlich reduzierte Flache 
aufweist, die von einer zweiten Materialschicht und 
einem PN-Obergang entfernt wird, damit der aktive 
lichtemittierende Bereich und die Lichtausbeute ef- 
fektiv vergrofiert werden. 

[0012] Gemali einem nochmals weiteren Merkmal 
der Erfindung wird eine lichtemittierende Vorrichtung 
mit einem vergrofierten aktiven lichtemittierenden 
Bereich geschaffen, die den nachfolgenden Herstel- 
lungsprozess vereinfacht, indem die erste Elektrode 
und die zweite Elektrode in der gleichen horizontalen 
Ebene angeordnet werden. 

[0013] Gemafi einem nochmals weiteren Merkmal 
der Erfindung wird eine lichtemittierende Vorrichtung 
mit einem vergrofierten aktiven lichtemittierenden 
Bereich geschaffen, bei der nicht nur die Nutzungs- 
dauer der lichtemittierenden Vorrichtung verlangert 
ist, sondern die aufierdem durch eine grdliere Flache 
des aktiven lichtemittierenden Bereichs fur eine leis- 
tungsstarke lichtemittierende Vorrichtung geeignet 
ist. 

[0014] Die primare Struktur umfasst gemafl einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung eine 
lichtemittierende Vorrichtung mit einem vergrofierten 
lichtemittierenden Bereich, wobei deren Hauptstruk- 
tur umfasst: ein LED-Substrat, eine Epitaxialschicht 
mit einer ersten Materialschicht und einer zweiten 
Materialschicht, wobei die erste Materialschicht auf 
der oberen Oberflache des LED-Substrats ausgebil- 
det wird und die zweite Materialschicht dann auf der 
oberen Oberflache der ersten Materialschicht ausge- 
bildet wird, einen PN-Ubergang, der normalerweise 
zwischen der ersten Materialschicht und der zweiten 
Materialschicht ausgebildet ist, wenigstens einen 
ersten lang gestreckten Schlitz, der durch die zweite 
Materialschicht verlauft und sich in ein Stuck der ers- 
ten Materialschicht erstreckt, wobei eine Schlitzisola- 
tionsschicht und eine erste lang gestreckte Elektrode 
nacheinander in dem ersten lang gestreckten Schlitz 
vorgesehen sind, wobei die erste lang gestreckte 
Elektrode und die zweite Materialschicht durch die 
Schlitzisolationsschicht elektrisch isoliert sind; eine 
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erste Elektrode, die auf einem Abschnitt der oberen 
Oberflache der zweiten Materialschichtfest vorgese- 
hen ist, wobei sie von dieser durch eine Oberflache- 
nisolationsschicht getrennt ist und mit der ersten lang 
gestreckten Elektrode elektrisch verbunden ist; und 
eine zweite Elektrode, die auf dem anderen Abschnitt 
der oberen Oberflache der zweiten Materialschicht 
fest vorgesehen ist. 

[001 5] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden deutlich beim Lesen der folgenden Beschrei- 
bung bevorzugter Ausfuhrungsformen, die auf die 
Zeichnungen Bezug nimmt; es zeigen: 

Ausfuhrungsbeispiel 

FlQ. 1A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht einer herkommlichen flachen lichtemittierenden 
Vorhchtung; 



[0027] Fig. 7B eine Konstruktionsansicht in der 
Draufsicht gemaft der in Fig. 7A dargesteilten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; 

[0028] Fig. 8A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht gemali einer weiteren Ausfuhrungsform der Er- 
findung; 

[0029] Fig. 8B eine Konstruktionsansicht in ■ der 
Draufsicht gemafi der in Fla. 8A dargesteilten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; 

[0030] Fig. 9A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht gernali einer weiteren Ausfuhrungsform der Er- 
findung; 

[0031] Fig. 9B eine Konstruktionsansicht in der 
Draufsicht gemafi der in Fig. 9A dargesteilten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; 



[0017] Fig. 1B eine Konstruktionsansicht in der 
Draufsicht der herkommlichen flachen lichtemittie- 
renden Vorrichtung; 

[0018] Fig. 2 eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht einer herkommlichen lichtemittierenden 
Flip-Chip-Vorrichtung; 

[0019] Fig, 3A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht einer lichtemittierenden Vorrichtung gemafi ei- 
ner bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

[0020] Fig. 3B eine Konstruktionsansicht in der 
Draufsicht gemali der in Fig. 3A dargesteilten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; 

[0021] Fig. 4A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht einer lichtemittierenden Vorrichtung gemad ei- 
ner weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung; 

[0022] Fig. 4B eine Konstruktionsansicht in der 
Draufsicht gemaft der in Fig. 4A dargesteilten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; 

[0023] Fig. 5A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht einer lichtemittierenden Vorrichtung gemafi ei- 
ner weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung; 

[0024] Fig. SB eine Konstruktionsansicht in der 
Draufsicht gemali der in Fig. 5A dargesteilten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; 

[0025] Fig. 6 eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht der Erfindung, die auf die lichtemittierende 
Flip-Chip-Vorrichtung angewendet ist; 

[0026] Fig. 7A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht gemali einer weiteren bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung; 



[0032] Fig. 10A eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht gernafc einer weiteren Ausfuhrungsform der Er- 
findung; 

[0033] Fig. 10B eine Konstruktionsansicht in der 
Draufsicht gemafc der in Fig. 10A dargesteilten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; und 

[0034] Fig. 11 eine geschnittene Konstruktionsan- 
sicht gemafi einer weiteren Ausfuhrungsform der Er- 
findung. 

[0035] Die Konstruktionsmerkmale und die Wirkun- 
gen, die erreicht werden sollen, konnen durch Bezug- 
nahme auf die gegenwartig bevorzugten Ausfuh- 
rungsformen zusammen mit der genauen Beschrei- 
bung verstanden und erkannt werden. 

[0036] In den Fig. 3A und Fig. 3B sind zunachst 
eine geschnittene Konstruktionsansicht bzw. eine 
Draufsicht gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung gezeigt. Wie in diesen Figuren ge- 
zeigt ist, umfasst eine lichtemittierende Vorrichtung 
(LED) 30 der Erfindung hauptsachlich ein LED-Sub- 
strat 31 , auf dem eine Epitaxialschicht 33 ausgebildet 
ist, die nacheinander eine erste Materialschicht 331 
und eine zweite Materialschicht 335 enthalt. Die erste 
Materialschicht 331 wird auf der oberen Oberflache 
des LED-Substrats 31 ausgebildet, woraufhin das 
Ausbilden der zweiten Materialschicht 335 auf der 
vorherigen Schicht folgt, derart, dass die PN-Ober- 
gang oder der lichtemittierende Bereich naturgemafi 
zwischen dem ersten Material 331 und dem zweiten 
Material 335 ausgebildet ist. Somit wird eine flache 
lichtemittierende Diode fertig gestellt. An einer geeig- 
neten Position in der zweiten Materialschicht 335 
wird wenigstens ein erster lang gestreckter Schlitz 
371 geschnitten, derart, dass er durch die gesamte 
zweite Materialschicht 335 und einen Abschnitt der 
ersten Materialschicht 331 verlauft. Daruber hinaus 



4/22 



DE 10 2004 012 219 A1 2005.06.30 



sind eine Schlitzisolationsschicht 377 und eine Ober- 
flachenisolationsschicht 379, die jeweils Isolationen 
darstellen, an der inneren Oberflache des ersten lang 
gestreckten Schlitzes 371 bzw. an der vorbestimmten 
Stelle der ersten Elektrode 37 vorgesehen. In der 
Schlitzisolationsschicht 377 ist ferner eine erste lang 
gestreckte Elektrode 375 mit elektrisch leitenden Ei- 
genschaften vorgesehen. Die erste lang gestreckte 
Elektrode 375 dient einer elektrischen Verbindung 
mit der ersten Elektrode 37, die an der oberen Ober- 
flache der Oberflachenisolationsschicht 379 vorgese- 
hen ist, wobei ein Abschnitt der ersten Elektrode 37 
an einer sich vertikal erstreckenden Position der 
Oberflachenisolationsschicht 379 angeordnet ist. 
Ferner ist eine Strom u berg a ngsschicht Oder eine 
durchlassige Kontaktschicht (TCL) 39 auf der oberen 
Oberflache der restlichen zweiten Materialschicht 
135 vorgesehen und eine zweite Elektrode 35 wird 
anschliefiend auf der oberen Oberflache der durch- 
lassigen Kontaktschicht 39 fur einen gleichmaliig 
verteilten Betriebsstrom vorgesehen. 

[0037] In der Erfindung werden der erste lang ge- 
streckte Schlitz 371 und die erste lang gestreckte 
Elektrode 375 zur Verlangerung der elektrischen Lei- 
tung der ersten Elektrode 37 zu der ersten Material- 
schicht 331 verwendet an Stelle des Schneidens 
oder des Entfernens einer grofcen Flache der zweiten 
Materialschicht (136) und des PN-Obergangs (137) 
in der herkommlichen Struktur, so dass die erste 
Elektrode 37 an der sich vertikal erstreckenden Posi- 
tion von einem Abschnitt der oberen Oberflache der 
zweiten Materialschicht 335 angeordnet ist. Dadurch 
werden im Unterschied zu der ungleichmaliigen Re- 
lation in Bezug auf die herkommliche erste Elektrode 
(17) und die zweite Elektrode (15) horizontal Positi- 
oned die untereinander ahnlich oder gleichwertig 
sind, fur die erste Elektrode 37 und die zweite Elek- 
trode 35 einzeln prasentiert, was fur den folgenden 
Herstellungsprozess vorteilhaft sein kann. 

[0038] In den Fia. 4A und Fia. 4B sind eine ge- 
schnittene Konstruktionsansicht und eine Konstrukti- 
onsansicht in der Draufsicht gemaft einer weiteren 
Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. Wie in die- 
sen Figuren gezeigt ist, besteht deren wesentliche 
Konstruktionsaufgabe darin, die vordere Lichtquelle 
der oben erwahnten Ausfuhrungsform auf eine kor- 
rekte Lichtausgabeposition zu richten. Deswegen 
konnen eine erste Elektrode 370 und eine zweite 
Elektrode 350 die gesamte obere Oberflache der 
zweiten Materialschicht 335 mit einer grollen Flache 
bedecken und sind aus einem elektrisch leitenden 
bzw. lichtreflektierenden Material gebildet. Dabei ist 
eine Oberflachenisolationsschicht 379 zwischen der 
ersten Elektrode 370 und der zweiten Elektrode 350 
ausgebildet, wahrend eine elektrische Verbindung 
zwischen der ersten Elektrode 370 und der ersten 
Materialschicht 331 mittels der ersten lang gestreck- 
ten Elektrode 375 ausgebildet ist. Ferner konnen die 



erste lang gestreckte Elektrode 375, der erste lang 
gestreckte Schlitz 371 und die Schlitzisolations- 
schicht 379 an einzelnen Stellen uber die Oberflache- 
nisolationsschicht 379 in verschiedenen geometri- 
schen Formen, wie etwa als eine gerade Linie, Kreis 
usw., verteilt sein, so dass die Aufgaben der verbes- 
serten Helligkeit, der verlangerten Lebensdauer und 
der Anwendung als leistungsstarke lichtemittierende 
Vorrichtung, die sich aus einem gleichmafiig verteil- 
ten Betriebsstrom ergeben, in ausreichendem MaBe 
erreicht werden. 

[0039] Ferner wird die vordere Lichtquelle, die aus 
dem PN-Ubergang erzeugt wird, durch die erste 
Elektrode 370 oder die zweite Elektrode 350 reflek- 
tiert, urn eine Reflexionslichtquelle L4 zu bilden, und 
wird dann infolge der lichtreflektierenden Wirkung, 
die der ersten Elektrode 370 und der zweiten Elektro- 
de 350 inharent ist, zur korrekten Lichtausgaberich- 
tung gelenkt. Daruber hinaus ist die obere Oberflache 
der zweiten Materialschicht 335 fur eine weitere Ver- 
groflerung des aktiven Bereichs in dem PN-Ober- 
gang ferner mit einer durchlassigen Kontaktschicht 
(TCL) oder einer Stromubergangsschicht 355 verse- 
hen, urn zu ermoglichen, dass der aktive Strom durch 
den PN-Obergang, der an der sich vertikal erstre- 
ckenden Position von der ersten Elektrode 370 befln- 
det, flielit und ein Rucklicht L3 erzeugt wird. Die 
Stromubergangsschicht 355 ist naturlich aus einem 
lichtreflektierenden Material hergestellt oder ist selbst 
eine lichtreflektierende Schicht, die die vordere Licht- 
quelle, die vom PN-Ubergang erzeugt wird, gleich- 
falls reflektiert und somit eine Reflexionslichtquelle 
L4 darstellt. 

[0040] In den Fia. 5A und Fia. 5B sind daruber hin- 
aus eine geschnittene Konstruktionsansicht und eine 
Konstruktionsansicht in der Draufsicht gemaft einer 
weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. 
Wie in diesen Figuren gezeigt ist, ist im Wesentlichen 
der grd&te Teil der oberen Oberflache der zweiten 
Materialschicht 335 mit der gesamten zweiten Elek- 
trode 352 der in Fig. 3A dargestellten Ausfuhrungs- 
form bedeckt, wahrend der restliche Teil davon mit 
der Oberflachenisolationsschicht 379 versehen ist. In 
dem aktiven Bereich, der durch die Oberflachenisola- 
tionsschicht 379 vorgesehen ist, sind gleichfalls der 
erste lang gestreckte Schlitz 371, die Schlitzisolati- 
onsschicht 377 und die erste lang gestreckte Elektro- 
de 375 vorgesehen. Dadurch kann die vordere Licht- 
quelle, die vom PN-Obergang erzeugt wird, durch die 
zweite Elektrode 352 direkt reflektiert werden, urn in 
die korrekte Lichtausgangsrichtung gelenkt zu wer- 
den, wodurch eine Reflexionslichtquelle L4 erreicht 
wird. 

[0041] In Fig. 6 ist auBerdem eine geschnittene 
Konstruktionsansicht gemaB einer weiteren Ausfuh- 
rungsform der Erfindung gezeigt. Wie in dieser Figur 
gezeigt ist, ist es bei dieser Ausfuhrungsform wesent- 
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lich, dass die lichtemittierende Vorrichtung (40) der 
oben erwahnten Ausfuhrungsform umgekehrt wird, 
derart, dass die erste Elektrode 370 uber einen ers- 
ten elektrisch leitenden Kontaktpunkt 479 mit einer 
ersten elektrischen Leitung 497, die auf einem Subst- 
rat 49 angeordnet ist, elektrisch verbunden sein 
kann, wahrend die zweite Elektrode 350 uber einen 
zweiten elektrisch leitenden Kontaktpunkt 459 mit ei- 
ner zweiten elektrischen Leitung 495, die auf dem 
Substrat 49 angeordnet ist, elektrisch verbunden sein 
kann. Dadurch wird eine lichtemittierende 
Flip-Chip-Diode gebildet. 

[0042] Der erste elektrisch leitende Kontaktpunkt 
479 und der zweite elektrisch leitende Kontaktpunkt 
459 konnen naturiich aus einem Lotmaterial, einer 
Zinnkugel, einer metallhaltigen Substanz Oder jeder 
elektrisch leitenden Substanz hergestellt sein, die 
eine elektrische Leitfahigkeit aufweist. Daruber hin- 
aus ist das Substrat 49 aus einem Material herge- 
stellt, das aus der Gruppe ausgewahlt ist, die Kera- . 
mik, Glas, AIN, SiC, Al 2 0 3 , Epoxy, Harnstoffharz, 
Kunststoff, Diamant, BeO, BN, Leiterplatten, ge- 
druckte Leiterplatten, PC-Platten und metallhaltige 
Zusammensetzungen enthalt. 

[0043] Der erste elektrisch leitende Kontaktpunkt 
479 und der zweite leitende Kontaktpunkt 459, die fur 
den folgenden Prozess benotigt werden, konnen auf 
Grund ahnlicher Oder gleicher horizontaler Positio- 
ned die von der ersten Elektrode 370 und der zwei- 
ten Elektrode 350 in der lichtemittierenden Vorrich- 
tung 50 der Erfindung eingenommen werden, das 
gleiche Volumen besitzen. Dabei wird nicht nur die 
Herstellung erleichtert, sondern aulierdem die Be- 
triebszuverlassigkeit des Elements auf Grund der 
Tatsache verbessert, dass die an zwei Seiten, die 
durch den ersten leitenden Kontaktpunkt 479 bzw. 
den zweiten leitenden Kontaktpunkt 459 geschaffen 
sind, wirkenden Krafte ohne Vorspannung der lichte- 
mittierenden Vorrichtung 50 gleich sind. Dadurch 
wird eine verhaltnismaBig bessere Betriebszuverlas- 
sigkeit des Elements erreicht. 

[0044] Daruber hinaus kann auf Grund der Tatsa- 
che, dass fur einen lichtemittierenden Bereich des 
PN-Ubergangs 333 der lichtemittierenden Vorrich- 
tung niemals ein ubermafciger aktiver Bereich ent- 
fernt wird, aufter der allgemeinen Ruckprojekti- 
ons-Lichtquelle L2 und der Reflexionslichtquelle L4 in 
der herkommlichen Struktur der lichtemittierenden 
Flip-Chip-Diode zusatzlich eine Ruckprojekti- 
ons-Lichtquelle L3 geschaffen werden. Dadurch 
kann nicht nur die groftere Helligkeit, sondern es kon- 
nen au&erdem auf Grund des vergroBerten aktiven 
lichtemittierenden Bereichs eine verhaltnismafiig ver- 
ringerte Stromdichte des Betriebsstroms und eine 
verringerte Betriebstemperatur in einem bestimmten 
Bereich erreicht werden, was ferner eine effektiv ver- 
langerte Lebensdauerder lichtemittierenden Vorrich- 



tung zur Folge hat. 

[0045] In den Fig. 7A und Flo. 7B sind eine ge- 
schnittene Konstruktionsansicht und eine Konstrukti- 
onsansicht in der Draufsicht gemafc einer weiteren 
Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. Wie in den 
Figuren gezeigt ist, ist bei dieser Ausfuhrungsform im 
Wesentlichen ein Isolationsschlitz 576, der durch die 
zweite Materialschicht 335 und einen Abschnitt der 
ersten Materialschicht 331 verlauft, in die zweite Ma- 
terialschicht 335 der lichtemittierenden Vorrichtung 
60 in einer vorgegebenen Position angrenzend an die 
erste Elektrode 57 geschnitten. Eine Isolations- 
schicht 577, die die Isolationswirkung verbessern 
kann, kann auRerdem in dem Isolationsschlitz 576 
wahlweise an Stelle der Schlitzisolationsschicht 377 
oder der Oberflachenisolationsschicht 379 in der 
oben erwahnten Ausfuhrungsform vorgesehen sein. 
Wiederum kann ein erster lang gestreckter Schlitz 
571 und eine erste lang gestreckte Elektrode 575 an 
einer Seite des Isolationsschlitzes 576 vorgesehen 
sein, wahrend die erste lang gestreckte Elektrode 
575 mit der ersten Elektrode 57, die an einem Ab- 
schnitt der Oberflache der zweiten -Materialschicht 
355 angeordnet ist, elektrisch verbunden sein kann. 

[0046] Bei dieser Ausfuhrungsform kann eine 
durchlassige Kontaktschicht (TCL) Oder eine Stromu- 
bergangsschicht 39 an einem Abschnitt der Oberfla- 
che der zweiten Materialschicht 335 vorgesehen sein 
und die zweite Elektrode 35 kann ferner fest an ei- 
nem Abschnitt der Oberflache dieser durchlassigen 
Kontaktschicht (TCL) oder der Stromubergangs- 
schicht 39 fur die gleichmallige Verteilung des Be- 
triebsstroms vorgesehen sein. Ferner kann der Isola- 
tionsschlitz 576 statt dessen in der zweiten Material- 
schicht 335 vorgesehen sein und die erste Elektrode 
57 ist langs der Seite des Isolationsschlitzes 576 an- 
geordnet. Auf einem Abschnitt dieser ersten Elektro- 
de 57 kann wenigstens eine zweite lang gestreckte 
Elektrode 578 vorgesehen sein oder eine dritte lang 
gestreckte Elektrode 579 kann durch die zweite Ma- 
terialschicht 335 und einen Abschnitt der ersten Ma- 
terialschicht 331 verlaufen, derart, dass der Betriebs- 
strom gleichmadiger verteilt werden kann. Bei dieser 
Ausfuhrungsform wird der Isolationsschlitz 576 
hauptsachlich fur die Aufgabe der Isolierung der ers- 
ten Elektrode 57 und der zweiten Elektrode 35 ver- 
wendet, derart, dass beide Elektroden zum Vorteil fur 
den folgenden Herstellungsprozess an Abschnitten 
der Oberflache der zweiten Materialschicht 335 in der 
gleichen horizontalen Ebene angeordnet sein kon- 
nen. 

[0047] Die zweite lang gestreckte Elektrode 578 
oder die dritte lang gestreckte Elektrode 579 kann na- 
turiich in einer Form dargestellt werden, die aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die einen Punkt, einen Stab, 
einen Ring, einen Kreis, ein Rechteck, eine gerade 
Linie, einen Halbring oder Kombinationen davon ent- 
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halt. Bei dieser Ausfuhrungsform ist die zweite lang 
gestreckte Elektrode 578 z. B. als ein Punkt darge- 
stellt, wahrend die dritte lang gestreckte Elektrode 
579 in stabformiger Form, die die Seite vollstandig 
uberdeckt, dargestellt ist. 

[0048] In den Fig. 8A und Fig. 8B sind zusatzlich 
eine geschnittene Konstruktionsansicht bzw. eine 
Konstruktionsansicht in der Draufsicht gemaft einer 
weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. 
Wie in diesen Figuren gezeigt ist, ist es wesentlich, 
die obere Oberflache der zweiten Materialschicht 335 
in einer gro&en Flache mittels der ersten Elektrode 
570 und der zweiten Elektrode 350 zu bedecken, die 
in der oben erwahnten Ausfuhrungsform dargestellt 
sind, bei der mittels der ersten lang gestreckten Elek- 
trode 575 zwischen der ersten Elektrode 570 und der 
ersten Materialschicht 331 eine elektrische Verbin- 
dung ausgebildet ist. Ferner sind die erste lang ge- 
streckte Elektrode 575, die zweite lang gestreckte 
Elektrode 578 und die dritte lang gestreckte Elektro- 
de 579 an einer Seite der zweiten Materialschicht 335 
in verschiedenen geometrischen Formen, wie etwa 
als gerade Linie Oder als Kreis, verteiit und mit der 
ersten Elektrode 570 elektrisch verbunden. 

[0049J Entweder die Lichtreflexionswirkung, die 
durch die erste Elektrode 570 und die zweite Elektro- 
de 350 erzeugt wird, Oder die Lichtreflexionsschicht, 
die Stromubergangsschicht Oder die durchlassige 
Kontaktschicht 355, die zwischen der zweiten Materi- 
alschicht 335 und der zweiten Elektrode 350 ange- 
ordnet ist, kann gleichfalls zum Reflektieren der vor- 
deren Lichtquelle, die von dem PN-Obergang erzeugt 
wird, verwendet werden, um eine Reflexionsiicht- 
quelle L4 zu bilden, die fur die Verbesserung der Hel- 
ligkeit vorteilhaft ist. 

[0050] Ferner sind in den Fig. 9A und Fig. 9B eine 
geschnittene Konstruktionsansicht bzw. eine Kon- 
struktionsansicht in der Draufsicht gemafc einer wei- 
teren Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. Wie in 
diesen Figuren gezeigt ist, ist in dieser Ausfuhrungs- 
form der Umfang der Erfindung im Wesentlichen auf 
ternare (AIGaAs) oder quaternare (AIGalnP) lichte- 
mittierende Vorrichtungen angewendet. Auf einem 
Halbleitersubstrat 89, wie etwa ein GaAs-Substrat, 
wurde eine Epitaxialschicht 83 gezogen, die aus ei- 
nem Material hergestellt ist, das aus der Gruppe aus- 
gewahlt ist, die eine ternare und eine quaternare Zu- 
sammensetzung enthalt. Ferner ist auf der obere 
Oberflache der zweiten Materialschicht 835 ein 
durchlassiges Substrat 81 ausgebildet, wie etwa ein 
GaP-Substrat, Glas, Saphir, SiC, GaAsP, ZnSe, ZnS, 
ZnSSe und Quarz. Andererseits kann das lichtun- 
durchlassige GaAs-Substrat 89, das zum Absorbie- 
ren der Projektionslichtquelle dient, entfernt sein. 

[0051] Als Nachstes ist an der Oberflache der ers- 
ten Materialschicht 831 der lsolationsschlitz'576 ein- 



geschnitten und der erste Isolationsschlitz 571 ver- 
lauft durch die erste Materialschicht 831 und einen 
Abschnitt der zweiten Materialschicht 835. In dem 
Isolationsschlitz 576 ist bei Bedarf die Isolations- 
schicht 577 vorgesehen, wahrend in dem ersten Iso- 
lationsschlitz 571 die erste lang gestreckte Elektrode 
575 vorgesehen sein sollte und mit der ersten Elek- 
trode 570, die an einem Abschnitt der Oberflache der 
ersten Materialschicht 831 angeordnet ist, elektrisch 
verbunden sein kann. Die zweite Elektrode 350, die 
an dem anderen Abschnitt der Oberflache der ersten 
Materialschicht 831 angeordnet ist, kann durch den 
Isolationsschlitz 576 von der ersten Elektrode 570 
getrennt sein, wobei zwischen diesen beiden Elektro- 
den ein elektrisch leitender Durchgang ausgebildet 
sein kann. 

[0052] In den Fig. 10A und Fig. 10B sind anschlie- 
ftend eine geschnittene Konstruktionsansicht bzw. 
eine Konstruktionsansicht in der Draufsicht gemali 
einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ge- 
zeigt. Wie in diesen Figuren gezeigt ist, kann bei die- 
ser Ausfuhrungsform zuerst ein dritter lang gestreck- 
ter Schlitz (oder ein als erster lang gestreckter Schlitz 
bezeichneter Schlitz) 671 , der durch die zweite Mate- 
rialschicht 335 und einen Abschnitt der ersten Mate- 
rialschicht 331 verlauft, um den Umfang einer lichte- 
mittierenden Vorrichtung 90 geschnitten werden. 
Dariiber hinaus ist eine durchlassige Kontaktschicht, 
eine Stromdurchgangsschicht oder eine Lichtreflexi- 
onsschicht 77 mit elektrisch leitender oder lichtreflek- 
tierender Wirkung an der oberen Oberflache der 
zweiten Materialschicht 335 angeordnet und dann ist 
eine Isolationsschicht 677 am Umfang der Lichtrefle- 
xionsschicht 77 und der zweiten Materialschicht 355 
vorgesehen. Ein zweiter lang gestreckter Schlitz 651 
ist an der Verwendungsstelle in die Isolationsschicht 

677 geschnitten, so dass eine zweite Elektrode 65 
mit der zweiten Materialschicht 335 direkt oder uber 
die Lichtreflexionsschicht 77 elektrisch verbunden 
sein kann. Um den Umfang der zweiten Material- 
schicht 335 und von dieser zweiten Elektrode durch 
die Isolationsschicht 677 getrennt ist eine erste Um- 
fangselektrode 674, die mit einer ersten Elektrode 67 
elektrisch verbunden sein kann, angeordnet. Da- 
durch kann die Aufgabe der gleichmafiigen Vertei- 
lung des Betriebsstroms, der VergroBerung des akti- 
ven lichtemittierenden Bereichs und der Anordnung 
der ersten Elektrode 67 und der zweiten Elektrode 65 
in einer gleichen horizontalen Ebene erreicht werden. 

[0053] Am Umfang der zweiten Materialschicht 335 
kann naturlich wenigstens eine vierte lang gestreck- 
ter Elektrode 678 des Punkttyps auRerdem verwen- 
det werden, um die ringformige erste Umfangselekt- 
rode 674 des Ringtyps zu ersetzen. Eine Oberfla- 
chenelektrode 676 ist fur die elektrische Verbindung 
zwischen alien vierten lang gestreckten Elektroden 

678 und der ersten Elektrode 67 erforderiich. 
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[0054] In Fig. 11 i$t schlieftlich eine geschnittene 
Konstruktionsansicht einer weiteren Ausfuhrungs- 
form der Erfindung gezeigt. Wie in dieser Figur ge- 
zeigt ist, ist es bei dieser Ausfuhrungsform wesent- 
lich, die oben erwahnte lichtemittierende Vorrichtung 
40 {wie in Fla. 4A gezeigt ist) in einen Aufnahme- 
schlitz 917, der in ein Substrat 91 geschnitten ist, zu 
legen und sie mittels einer durchlassigen Schicht 40 
Oder einer Warmeableitungsschicht 99 zu fixieren. 
Die elektrische Verbindung zwischen der ersten Elek- 
trode 370 der lichtemittierenden Vorrichtung 40 und 
einer ersten elektrischen Leitung 979, die auf dem 
Substrat 91 angeordnet ist, ist mittels einer ersten 
elektrischen Zuleitung 977 hergestellt. Aus dem glei- 
chen Grund ist die zweite Elektrode 350 mittels einer 
zweiten elektrischen Zuleitung 957 mit einer zweiten 
elektrischen Leitung 959, die auf der anderen Seite 
des Substrats 91 angeordnet ist, elektrisch verbun- 
den. Die Ruckprojektions-Lichtquellen L2, L3 konnen 
durch die Wirkung des PN-Obergangs erzeugt wer- 
den, dersich aus der ersten elektrischen Leitung 979, 
der ersten elektrischen Zuleitung 977 und der ersten 
Elektrode 370 sowie der zweiten Elektrode 350, der 
zweiten elektrischen Zuleitung 957 und der zweiten 
elektrischen Leitung 959 ergibt, wahrend die Reflexi- 
onslichtquelle L4 gebildet wird, indem die Frontpro- 
jektions-Lichtquelle uber die erste Elektrode 370, die 
zweite Elektrode 350 Oder die Lichtreflexionsschicht 
in eine korrekte Lichtausgangsrichtung gerichtet 
wird. Dadurch kann eine Lichtausbeute, die mit der 
der lichtemittierenden Flip-Chip-Diode vergleichbar 
ist, durch den herkdmmlichen Herstellungsprozess 
ohne die Notwendigkeit der Ausrustung zur Kugelan- 
ordnung Oder der Technologie der Zinnkugelausrich- 
tung erreicht werden. Somit konnen ein vereinfachter 
Herstellungsprozess und wesentlich verringerte Her- 
stellungskosten erreicht werden. 

[0055] Das Substrat 91 kann ferner aus etnem Ma- 
terial hergestellt sein, das aus der Gruppe ausge- 
wahlt ist, die Keramiken, Glas, AIN, SiC, Al 2 0 3 , Epo- 
xy, Harnstoffharz, Kunststoff, Diamant, BeO, BN, Lei- 
terplatten, gedruckte Leiterplatten, PC-Platten und 
metallhaltige Zusammensetzungen enthalt, und des- 
sen Aufnahmeschlitz 917 kann als ein Ring, ein 
Rechteck oder in Konusform aufgebaut sein. Daruber 
hinaus kann eine Lichtreflexionsschicht 915 an dem 
Umfang des Aufnahmeschlitzes 917 vorgesehen 
sein, derart, dass aulier den normalen Reflexions- 
lichtquellen L2, L3, L4 eine Reflexionslichtquelle L5 
erreicht werden kann, urn die Helligkeit wirkungsvoll 
zu verbessern. 

[0056] Ferner ist in der durchlassigen Schicht 94 
eine Farbumwandlungsschicht 945 vorgesehen, die 
fur die Anderung der Wellenlange und der Farbe des 
reflektierten Farbiichts verwendet wird und aus ei- " 
nem Material zusammengesetzt ist, das aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die eine fluoreszierende Sub- 
stanz, eine phosphoreszierende Substanz Oder eine 



Kombination davon enthalt. 

[0057] Ferner kann die hohe Betriebstemperatur, 
die beim Betrieb der lichtemittierenden Vorrichtung 
40 erzeugt wird, uber die Warmeableitungsschicht 
99, die eine Warmeableitungsfunktion aufweist und 
den Umfang des PN-Obergangs uberdeckt, aus der 
lichtemittierenden Vorrichtung 40 geleitet werden, 
wodurch der PN-Obergang fur eine leistungsstarke 
lichtemittierende Vorrichtung geeignet ist. 

[0058] Es sollte zusammenfassend selbstverstand- 
lich sein, dass die Erfindung eine lichtemittierende 
Vorrichtung und insbesondere eine lichtemittierende 
Vorrichtung mit einem vergrolierten lichtemittieren- 
den Bereich betrifft, urn deren Helligkeit zu verbes- 
sern und deren Lebensdauer zu verlangem. 

[0059] Die vorhergehende Beschreibung ist ledig- 
lich eine Ausfuhrungsform der Erfindung und wird 
nicht als einschrankend betrachtet. Alle gleichwerti- 
gen Variationen und Modifikationen in Bezug auf den 
Prozess, das Verfahren, das Merkmal, die Eigen- 
schaft und den Erfindungsgedanken An Ubereinstim- 
mung mit den beigefugten Anspruchen konnen aus- 
gefuhrt werden, ohne vom Umfang der Erfindung ab- 
zuweichen. 
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Patentanspruche 



1. Lichtemittierende Vorrichtung (30) mit einem 
vergrofierten aktiven lichtemittierenden Bereich, ge- 
kennzeichnet durch 
ein LED-Substrat (31); 

eine Epitaxialschicht (33) mit einer ersten Material- 
schicht (331) und einer zweiten Materialschicht 
(335), wobei die erste Materialschicht (331 ) auf der 
oberen Oberflache des LED-Substrats (31) ausgebil- 
det ist und die zweite Materialschicht (335) dann auf 
der oberen Oberflache der ersten Materialschicht 
(331) ausgebildet ist, wobei ein lichtemittierender Be- 
reich naturgemad zwischen der ersten Material- 



schicht (331) und der zweiten Materialschicht (335) 
eingeschlossen ist; 

wenigstens einen ersten lang gestreckten Schlitz 
(371), der durch die zweite Materialschicht (335) ver- 
lauft und sich in ein kleines Stuck der ersten Materi- 
alschicht (331) erstreckt, wobei eine Schlitzisolati- 
onsschicht (377) und eine erste lang gestreckte Elek- 
trode (375) in dem ersten lang gestreckten Schlitz 
(371) nacheinander vorgesehen sind, wobei die erste 
lang gestreckte Elektrode (375) und die zweite Mate- 
rialschicht (335) durch die Schlitzisolationsschicht 
elektrisch isoliert sind; 

eine erste Elektrode (37), die auf einem Abschnitt der 
oberen Oberflache der zweiten Materialschicht (335) 
fest vorgesehen ist und von dieser durch eine Ober- 
flachenisolationsschicht (379) getrennt und mit der 
ersten lang gestreckten Elektrode (375) elektrisch 
verbunden ist; und 

eine zweite Elektrode (35), die auf dem anderen Ab- 
schnitt der oberen Oberflache der zweiten Material- 
schicht (335) fest vorgesehen ist. 

2. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elektrode 
(37) und die zweite Elektrode (35) in naherungsweise 
horizontalen Ebenen angeordnet sind. 

3. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste lang ge- 
streckte Elektrode (375) an einer Position angeord- 
net ist, die sich von der ersten Elektrode (37) vertikal 
erstreckt. 

4. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der zwei- 
ten Elektrode (35) und der zweiten Materialschicht 
(335) Material vorgesehen ist, das aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, die eine durchlassige Kontaktschicht, 
eine Stromubergangsschicht, eine lichtreflektierende 
Schicht und Kombinationen davon enthalt. 

5. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ober- 
flachenisolationsschicht (379) und der zweiten Mate- 
rialschicht (335) Material vorgesehen ist, das aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die eine durchlassige Kon- 
taktschicht, eine Stromubergangsschicht, eine licht- 
reflektierende Schicht und Kombinationen davon ent- 
halt. 

6. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1, ferner gekennzeichnet durch ein Substrat (49), das 
mit einer ersten elektrisch leitenden Schicht (497) 
und auf deren oberen Oberflache mit einer zweiten 
elektrisch leitenden Schicht (495) versehen ist, wobei 
die erste elektrisch leitende Schicht (497) durch ei- 
nen ersten elektrisch leitenden Kontaktpunkt (479) 
mit der ersten Elektrode (370) elektrisch verbunden 
ist und die zweite elektrisch leitende Schicht (495) 
durch einen zweiten elektrisch leitenden Kontakt- 
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punkt (459) mit der zweiten Elektrode (350) elektrisch 
verbunden ist. 

7. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtemittieren- 
de Vorrichtung (50) eine lichtemittierende 
Flip-Chip-Diode ist. 

8. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (49) 
aus einem Material hergestellt ist, das aus der Grup- 
pe ausgewahlt ist, die Keramiken, Glas, AIN, SiC, 
Ai 2 0 3 , Epoxy, Harnstoffharz, Kunststoff, Diamant, 
BeO, BN, Leiterplatten, gedruckte Leiterplatten, 
PC-Platten, metallhaltige Zusammensetzungen und 
Kombinationen davon enthalt. 

9. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtemittieren- 
de Vorrichtung (50) eine flache lichtemittierende Dio- 
de ist. 

10. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass das LED-Substrat 
(31) aus der Gruppe ausgewahlt ist, die ein 
GaP-Substrat, Glas, Saphir, SiC, GaAsP, ZnSe, ZnS, 
ZnSSe, Quarz und Kombinationen davon enthalt. 

11. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Epitaxial- 
schicht (33) aus einem Material hergestellt ist, in ei- 
ner Form prasentiert ist, die aus der Gruppe ausge- 
wahlt ist, die eine ternare Form, eine quaternare 
Form und Kombinationen davon enthalt. 

12. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1 , ferner gekennzeichnet durch ein Substrat (91) mit 
einem Aufnahmeschlitz (917), der in das Substrat 
(91) geschnitten ist, zum Aufnehmen der lichtemittie- 
renden Vorrichtung (40), wobei die erste Elektrode 
(370) durch eine erste elektrische Zuleitung (977) mit 
einer ersten elektrischen Leitung (979), die auf dem 
Substrat (91 ) angeordnet ist, elektrisch verbunden ist 
und die zweite Elektrode (35) durch eine zweite elek- 
trische Zuleitung (975) mit einer zweiten elektrischen 
Leitung (959), die auf dem Substrat (91 ) angeordnet 
ist, elektrisch verbunden ist. 

13. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 

12, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Aufnah- 
meschlitz (917) ferner eine durchlassige Schicht (94) 
urn den Umfang der lichtemittierenden Vorrichtung 
(40) vorgesehen ist. 

14. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 

13, dadurch gekennzeichnet, dass in der durchlassi- 
gen Schicht (94) ferner eine Farbumwandlungs- 
schicht (945) vorgesehen ist, die aus einem Material 
hergestellt ist, das aus der Gruppe ausgewahlt ist, die 
eine fluoreszierende Substanz, eine fluoreszierende 



Substanz und eine Kombination davon enthalt. 

15. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahme- 
schlitz (91 7) ferner mit einer Warmeableitungsschicht 
(99) urn den Umfang der lichtemittierenden Vorrich- 
tung (40) versehen ist. 

16. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (91) 
aus einem Material hergestellt ist, das aus der Grup- 
pe ausgewahlt ist, die Keramiken, Glas, AIN, SiC, 
Al 2 0 3 , Epoxy, Harnstoffharz, Kunststoff, Diamant, 
BeO, BN, Leiterplatten, gedruckte Leiterplatten, 
PC-Platten, metallhaltige Zusammensetzungen und 
Kombinationen davon enthalt. 

17. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahme- 
schlitz (917) in einer Form prasentiert ist, die aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die einen Konus, einen Kreis 
und einen Ring enthalt. 

18. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass ferner eine lichtre- 
fiektierende Schicht (915) auf der inneren Oberflache 
des Aufnahmeschlitzes (917) vorgesehen ist. 

19. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass der erste lang ge- 
streckte Schlitz (371) urn den Umfang der ersten 
Elektrode (37) vorgesehen ist. 

20. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 

19, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine 
erste lang gestreckte Elektrode (375) in dem ersten 
lang gestreckten Schlitz (371) vorgesehen ist, wobei 
alle lang gestreckten Elektroden (375) mit der ersten 
Elektrode (37) mittels einer auf der oberen Oberfla- 
che davon angeordneten Oberflachenelektrode elek- 
trisch verbunden ist. 

21. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 

20, dadurch gekennzeichnet, dass die erste lang ge- 
streckte Elektrode (375) eine Form aufweist, die aus 
der Gruppe ausgewahlt ist, die einen Punkt, einen 
Stab, einen Ring, einen Kreis, ein Rechteck, eine ge- 
rade Linie, einen Halbring und Kombinationen davon 
enthalt. 

22. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elektrode 
(37) und die zweite Elektrode (35) eine sich vertikal 
erstreckende Position der oberen Oberflache der 
zweiten Materialschicht (335) vollstandig uberdecken 
konnen und aus einem elektrisch leitenden bzw. licht- 
reflektierenden Material hergestellt sind. 

23. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass der erste lang ge- 
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streckte Schlitz (371) urn den Umfang des zweiten 
Materials (35) vorgesehen ist und durch einen Ab- 
schnitt der ersten Materialschicht (331) verlaufen 
kann, wobei die Schlitzisolationsschicht (337) und die 
erste lang gestreckte Elektrode (375) in dem ersten 
lang gestreckten Schlitz (371) nacheinander vorge- 
sehen sind. 

24. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
23, dadurch gekennzeichnet, dass die erste lang ge- 
streckte Elektrode (375) eine Umfangselektrode ist. 

25. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
23, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter lang 
gestreckter Schlitz (651) an der Oberflachenisolati- 
onsschicht (677) eingeschnitten ist, um einen Ab- 
schnitt der oberen Oberflache der zweiten Material- 
schicht (335) freizulegen, und die zweite Elektrode 
(65) in dem ersten lang gestreckten Schlitz und auf 
dem anderen Abschnitt der oberen Oberflache der 
zweiten Materialschicht (335) befestigt ist. 

26. Lichtemittierende Vorrichtung (30) mit einem 
vergrofierten aktiven lichtemittierenden Bereich, da- 
durch gekennzeichnet, dass ihr wesentlicher Aufbau 
umfasst: 

ein LED-Substrat (31); 

eine Epitaxialschicht (33) mit einer ersten Material- 
schicht (331) und einer zweiten Materialschicht 
(335), wobei die erste Materialschicht (331) auf der 
oberen Oberflache des LED-Substrats (31) ausgebil- 
det ist und die zweite Materialschicht (335) dann auf 
der oberen Oberflache der ersten Materialschicht 
(331) ausgebildet wird, wobei ein lichtemittierender 
Bereich naturlicherweise zwischen der ersten Materi- 
alschicht (331) und der zweiten Materialschicht (335) 
eingeschlossen ist; 

eine zweite Elektrode (35), die auf einem Abschnitt 
der oberen Oberflache der zweiten Materialschicht 
(335) fest vorgesehen ist; 

eine erste Elektrode (37), die auf dem anderen Ab- 
schnitt der oberen Oberflache der zweiten Material- 
schicht (335) fest vorgesehen ist; 
wenigstens einen lang gestreckten Schlitz (371), der 
an einer geeigneten Stelle an der ersten Elektrode 
(37) vorgesehen ist, wobei aile lang gestreckten 
Schlitze durch die zweiten Materialschicht (335) und 
ein kleines Stuck der ersten Materialschicht (331) 
verlaufen, wobei wenigstens eine lang gestreckte 
Elektrode mit der ersten Elektrode (37), die in dem 
lang gestreckten Schlitz (371) vorgesehen ist, elek- 
trisch verbunden ist; und 

wenigstens einen Isolationsschlitz (576), der zwi- 
schen der ersten Elektrode (37) und der zweiten 
Elektrode (35) vorgesehen ist und durch die zweite 
Materialschicht (335) und einen Abschnitt der ersten 
Materialschicht (331) verlaufen kann. 

27. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elektro- 



de (37) und die zweite Elektrode (35) in naherungs- 
weise horizontalen Ebenen angeordnet sind. • 

28. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der ers- 
ten Materialschicht (331) und der ersten Elektrode 
(37) ferner ein Material vorgesehen ist, das aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die eine durchlassige Kon- 
taktschicht, eine Stromubergangsschicht, eine licht- 
reflektierende Schicht und Kombinationen davon ent- 
halt. 

29. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, ferner gekennzeichnet durch ein Substrat (31), 
das mit einer ersten elektrisch leitenden Schicht 
(497) bzw. auf deren oberer Oberflache mit einer 
zweiten elektrisch leitenden Schicht (495) versehen 
ist, wobei die erste elektrisch leitende Schicht (497) 
durch einen ersten elektrisch leitende Kontaktpunkt 
(479) mit der ersten Elektrode (37) elektrisch verbun- 
den ist und die zweite elektrisch leitende Schicht 
(495) durch einen zweiten elektrisch leitende Kon- 
taktpunkt (459) mit der zweiten Elektrode (35) elek- 
trisch verbunden ist. 

30. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (31) 
aus einem Material hergestellt ist, das aus der Grup- 
pe ausgewahlt ist, die Keramiken, Glas, AIN, SiC, 
Al 2 0 3 , Epoxy, Harnstoffharz, Kunststoff, Diamant, 
BeO, BN, Leiterplatten, gedruckte Leiterplatten, 
PC-Platten, metallhaltige Zusammensetzungen und 
Kombinationen davon enthalt. 

31. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
29, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtemittie- 
rende Vorrichtung (30) eine lichtemittierende 
Flip-Chip-Diode ist. 

32. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, ferner gekennzeichnet durch ein Substrat (91 ) mit 
einem Aufnahmeschlitz (917), der in das Substrat 
(91) geschnitten ist, zum Aufnehmen der lichtemittie- 
renden Vorrichtung (40), wobei die erste Elektrode 
(370) mittels einer ersten elektrischen Zuleitung 
(977) mit einer ersten elektrischen Leitung (979), die 
auf dem Substrat (91) angeordnet ist, elektrisch ver- 
bunden ist und die zweite Elektrode (350) mittels ei- 
ner zweiten elektrischen Zuleitung (957) mit einer 
zweiten elektrischen Leitung (959), die auf dem Sub- 
strat (91) angeordnet ist, elektrisch verbunden ist. 

33. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass der lang gestreck- 
te Schlitz eine Form aufweist, der aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, die einen Punkt, einen Stab, einen 
Ring, einen Kreis, ein Rechteck, eine gerade Linie, 
einen Halbring und Kombinationen davon enthalt. 

34. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
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26, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Isolations- 
schlitz (576) ferner eine Isolationsschicht (577) vor- 
gesehen ist. 

35. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elektro- 
de (570) und die zweite Elektrode (350) eine gesamte 
obere Oberflache der zweiten Materialschicht bede- 
cken konnen und aus einem elektrisch leitenden bzw. 
einem lichtreflektierenden Material hergestellt sind. 

36. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der ers- 
ten Materialschicht (337) und der zweiten Material- 
schicht (335) ferner eine Schicht vorgesehen ist, die 
aus der Gruppe ausgewahlt ist, die eine durchlassige 
Kontaktschicht, eine Stromubergangsschicht, eine 
lichtreflektierende Schicht und eine Kombination da- 
von enthalt. 

37. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass das LED-Substrat 
(31) aus der Gruppe ausgewahlt ist, die ein 
GaP-Substrat, Glas, Saphir, SiC, GaAsP, ZnSe, ZnS, 
ZnSSe, Quarz und eine Kombination davon enthalt. 

38. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
37, dadurch gekennzeichnet, dass die Epitaxial- 
schicht (33) aus einem Material hergestellt ist, das 
eine Form aufweist, die aus der Gruppe ausgewahlt 
ist, die eine ternare Form, eine quaternare Form und 
die Kombination davon enthalt. 

39. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, dass der lang gestreck- 
te Schlitz urn den Umfang des zweiten Materials vor- 
gesehen ist und durch einen Abschnitt der ersten Ma- 
terialschicht (337) verlaufen kann, wobei die lang ge- 
streckte Elektrode wiederum in dem lang gestreckten 
Schlitz vorgesehen ist. 

40. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
39, dadurch gekennzeichnet, dass die lang gestreck- 
te Elektrode eine Umfangselektrode ist. 

41. Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 
39, dadurch gekennzeichnet, dass ferner eine Ober- 
flachenisolationsschicht (379) auf der Oberflache der 
zweiten Materialschicht (335) vorgesehen ist, wobei 
ein zweiter lang gestreckter Schlitz (651) an der 
Oberflachenisolationsschicht (379) eingeschnitten 
ist, urn einen Abschnitt der oberen Oberflache der 
zweiten Materialschicht (335) freizulegen, und die 
zweite Elektrode (350) in dem zweiten lang gestreck- 
ten Schlitz (651) und auf dem anderen Abschnitt der 
oberen Oberflache der zweiten Materialschicht (335) 
befestigt ist. 

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen 
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(Stand der Technik) 
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FIG. 4B 
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FIG. 5B 
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FIG. 7A 
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FIG. 8B 



19/22 



DE 10 2004 012 219 A1 2005.06.30 




L2 L4 

FIG. 9A 
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